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Annotatsiya: Ushbu maqolada elektrofizik parametrlarga ega bo’lgan 

yarimo’tkazgich termoelektrik qotishmalar olishda qotishmaning stexiometrik tarkibi 

o’rganildi.  

Kalit so’zlar: termoelektrik material, kvars tigel, qotishma, stehiometrik tarkib, 

tellur, bismuth, surma 

 

Hozirgi kunda fan va texnikaning keng rivojlanishi natijasida yarimo`tkazgich 

materiallarga bo`lgan talab, elektr energetikaning texnologiyalar bo`yicha kelajakda 

elektr ta’minotida qilinadigan ishlarni keng ko`lamini ochib bermoqda. Ular asosida 

yarimo`tkazgich asboblar, energiya o`zgartirgich asboblar, avtonom tok manbalari 

termobatareyalari, kompyuter- texnikasi kabi asboblarda keng qo`llanilmoqda. 

Bularning hammasi termoelektrik materiallarini olish texnologiyasi turlicha usullarda 

amalga oshirilsa, bu usullarda olingan materiallarning xarakteristkalari ham turlicha 

bo`ladi. 

Bizgacha ko’rilgan usullarning o`ziga xos yutuq va kamchiliklari mavjud. 

Shuning uchun inert gaz bosimi ostida 3232 TeSbTeBi   termoelektrik materialini olishni 

ko’rib o’tamiz. Ma’lumki qotishmaga kiruvchi moddalar turli zavodlarda ishlab 

chiqiladi, ularning tozalik darajasi ham turlicha bo`ladi. Bunday moddalardan olingan 

qotishmalar ayrim vaqtlarda talab darajasidagi xarakteristikani bermaydi. Dastlab 

qotishmaga kiruvchi moddalardan legirlashga yaroqli asos olish uchun α=200-240 

mkv/grad σ=400-600 Om-1 ·sm-1 xarakteristkaga keltirish uchun tarkibiga qo`shimcha 

xalkogenidlar kiritish va uning uchlangan tarkibga kiruvchi Bi, Te, Se, Sb materiallar 

tanlanib, ya’ni Bi2 Te3 – Bi2Se3 va Bi2Te3 – Sb2Te3 asosning stexiometrik tarkibi 

nazariy hisoblab quyidagi p va n tip materiallar uchun topiladi. Shunga ko`ra, n-tip 

Bi2Te3 – Bi2Se3 tarkib uchun  

Bi-54,1678 mol %, Te-39, 6924 og`ir %, Se-6,1398 mol %, 
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p-tip Bi2Te3 – Sb2Te3 tarkib uchun Bi-16,179 mol %,Te-56,993 mol %,Sb-26,828 

mol % topiladi. 

Masalan termoelektrik materiallardan n-tip Bi2Te3 – Bi2Se3 tarkib uchun yuqorida 

keltirilgan og`irlikdagi moddalarni torozida juda aniq tortib olinib quyidagi 

hisoblashlar bajariladi.  

Ikkilangan qotishmalarning stexiometriyasini hisoblash 

1. Bi2Te3 

Vismutning atom og`irligi, Bi-208,980 

Tellurning atom og`irligi, Te-127,60 

Bi2Te3 yozish mumkin 2Bi+3Te u holda 

2∙208,980+3∙127,60=417,96+382,8=800,76 

Proporsiya yo`li bilan qancha vismut va tellurni aniqlaymiz 

800,76 _____100% 

 417,96 _____XBi 

 XBi= 
417,96∙100

800,76
 = 52,195 ≈52,2 

800,76 _____100% 

382,8 _____XTe 

XTe = 
382,8∙100

800,76
 =47,8 

Bi2Te3 stexiometrik tarkibni eritish uchun 

Bi______52,2% 

Te _____47,8% 

Gramm hisobida tortib olish kerak. 

Huddi shunday usulda  Sb2Te3 ham hisoblab topiladi. 

2. Uchlangan Bi2Te3- Sb2Te3 xisoblash uchun Bi2Te3 ni va Sb2Te3 ni necha 

foizligini bilish kerak.  

Agar Bi2Te3-26 % 

Sb2Te3-74 % 

800,76+626,3=1427,06 

Umumiy atom og`irligidan necha foizni Bi2Te3 va Sb2Te3 ekanligini hisoblash 

kerak.  

 1427,06 _____100 % 

%26
_______

32TeBix   

03,371
100

2606,1427
32




 TeBi  

1427,06______100 % 

%74
_______

32TeBix  

02,1056
100

7406,1427
32




 TeSb  
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Bi2Te3 ni necha foiz Bi yoki Te ligini topish uchun  

371,03_____100% 

XBi 
_____52,2% 

67,193
100

76,19368

100

2,5703,371



Bi  

36,17767,19303,371
1

Te  

Huddi shunday amallar Sb2Te3 necha foizi Sb yokiTe ligi aniqlanadi. 

Umumiy atom og`irliklarining necha foizini tellur hosil qilganligini topish uchun 

proporsiya tuzamiz. 

1427,06 _____100% 

823,65 _____xTe 

71,57
06,1427

10065,823



Te

 

Surmani topish uchun  

1427,06_____100% 

409,73 ____xSb 

71,28
06,1427

10073,409



Sb

 

Bi ni aniqlash uchun  

X Bi=100-57,71-28,71=13,58 

Demak uchlangan Bi2Te3-26%, Sb2Te3-74 % bo`lgan stexiometrik tarkibdagi 

qotishma olish uchun quyidagi foiz og`irlikdagi moddalarni tarozida tortib olish kerak. 

Sb-28,71g 

Te-57,71g 

Bi-13,58g 

100,0 

Amalda tortib olingan material tarkibini kvars tigelga yuqoridan quyi tomon Bi –

Te- Se yoki Bi –Te- Sb sxema asosida yuklanadi.  

Natijada, stexiometrik tarkibga ega elementlar inert gaz bosimi ostida qotishma 

olish qurilmasiga solinadi.  
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